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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahuipengaruh temperatur substrat terhadap kualitas susunan kristal, morfologi permukaan, dan komposisi kimia pada lapisan tipis PbTe hasil preparasi menggunakan teknik evaporasi vakum.
Proses preparasi lapisan tipis PbTe dilakukan dengan memvariasi temperatur substrat, yaitu tanpa pemanas (25˚C), 361˚C, 448˚C, dan 583˚C. Sampel lapisan tipis yang telahdihasilkan kemudiandikarakterisasi menggunakan XRD (X-Ray Diffraction) untuk mengetahui struktur kristal, SEM (Scanning Electron Microscopy) untuk mengetahui morfologi permukaan, dan EDAX (Energy Dispersive Analysis X-Ray) untuk mengetahui komposisi kimia.
Hasil karakterisasi XRD menunjukkanvariasi temperatur substrat mempengaruhi kualitas susunan lapisan tipis PbTe, hal tersebut ditunjukkan pada sampel 1 dengan temperatur substrat (tanpa pemanas) pola difraksi pada kristal belum terbentuk atau berstrukturamorf, sedangkan untuk sampel 2, 3, dan 4 dengan suhu substrat masing-masing 361˚C, 448˚C, dan 583˚C pola difraksi pada kristal sudah terbentuk dan memiliki nilai intensitas tertinggi yaitu 750 cacah/s, 1879 cacah/s, dan 7389 cacah/s.Variasi temperatur pada lapisan tipis menyebabkan adanya perbedaan kualitas pada sampel 1, 2, 3, dan 4 dengan perbedaanintensitas spektrum.PbTe memiliki struktur kristal kubikpusat muka dengan parameter kisi sampel 2, 3, dan 4 adalah 6.510054193 Å. Karakterisasi SEM menunjukkan morfologi permukaan sampel yang terdiri atas butiran/grain berbentuk persegi dengan ukuran antara 0.25µm – 0.5µm dan terlihat homogen dengan warna yang sama. Karakterisasi EDAX menunjukkan telah terbentuknya fase PbTe, namun dengan perbandingan kaya akan Pb yaitu1: 0.51.
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ABSTRACT

This study aimed to determine the effect of substrate temperature on the quality of the crystal structure, surface morphology and chemical composition of the thin layer of PbTe prepared using vacuum evaporation techniques.
PbTe thin layer preparation process was performed by varying the temperature of the substrate, i.e without heating (25˚C), 361˚C, 448˚C and 583˚C. Samples of thin layer once generated were then characterized using XRD (X-Ray Diffraction) to determine the crystal structure, SEM (Scanning Electron Microscopy) to determine the surface morphology, and EDAX (Energy Dispersive X-Ray Analysis) to determine the chemical composition.
XRD characterization results indicated that substrate temperature affected the quality of the crystal of PbTe, it is shown on the sample 1 with a substrate temperature (without heating) the intensity of unformed or amorphous crystal, while for samples 2, 3, and 4 with a substrate temperature of 361˚C, 448˚C and 583˚Ccrystal diffraction pattern has been formed by differences found in the peak intensity. Temperature variations in a thin layer causes the difference in the quality of the samples 1, 2, 3, and 4 with the difference in intensity of the spectrum. PbTe has a simple cubic crystal structure with lattice parameters of samples 2, 3, and 4 is 6,510054193 Å. SEM shows the surface morphology characterization sample of grain / grain square shaped with a size between 0,25 μm – 0,5μm and look homogenous with the same color. EDAX characterization show has been the formation of a phase PbTe, but with the Pb-rich ratio is 1: 0,51.
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